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Ce papier présente un protocole de mesure robuste pour détecter les dégradations des transistors 
et obtenir les données nécéssaires pour un modèle SPICE complet des transistors GaN/Si. Il se 
concentre particulièrement sur la mesure des faibles capacités internes et des courants faibles 
(courants sous seuil). La méthode d'identification des paramètres utilise des fonctions Matlab pour 
produire un modèle précis, paramétré selon la largeur de canal des transistors.
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Ce papier propose une méthode pour caractériser des transistors GaN de puissance, en 
présentant des techniques robustes de caracterisation et de modélisation sur une grande 
dynamique de courant. Ensuite, il décrit une méthode d'identification des paramètres, permettant 
de créer un design kit pour l'integration monolithique de circuit GaN/Si

Cette mesure offre la possibilité d'avoir des 
caractéristiques de sortie précises sans 
endomager le composant 

Mesures OC de courant en continu et en impulsionnel 

Ajustement des modèles dynamiques 

Protocole d'évaluation de la 
technologie 

On voit une divergence du courant de grille au test 05 
ce qui est dû à la faible épaisseur d'oxyde sous la 

grille. Donc, on limite Vgs à 3V pour le reste des 
tests
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Mesures TC de courant en continu et en impulsionnel 

Cette étape permet une grande dynamique 
de courant sans endomager le transistor
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Concaténation des données mesurées précédement
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Des mesures sur la carte de calibration ont permis de fixer la fréquence 
de mesures des capacités internes à 100 kHz

Les modèles ajustés satisfont le 
critère de choix Rsq>0.98. On 
peut donc implémenter ces 
paramètres dans le modèle 
LTSpice
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Estimated parameters:
A = 8.3956e-03
Vth = 1.4291
B = 0.3855
Rsq = 0.9932

W=[20mm : -5mm : 5mm]
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Ajustement des modèles statiques

Concaténation des données mesurées précédement

Ces données seront utilisées pour extraire 
les paramètres des modèles, sans 
modéliser un courant fort à l'état bloqué

Les mesures de capacitées internes vont 
permettre de faire la modélisation 
dynamique des transistors
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Mesure de capacités de 
calibration

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Vds (V)

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

I ds
 (A

)

V gs =-2 V

V gs =-1 V

V gs =0 V
V gs =1 V

V gs =2 V

V gs =3 V

0

0.004

0.008

0.012

0.016

0.02

0.024

0.028

0.032

0.036

0.04

I ds
no

rm
 (A

/m
m

)

Caractéristiques de sortie W=5mm
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Caratéristiques de sortie impulsionnelles W=5mm


